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SYMBOL MILLIMETER
MIN NOM MAX
A - - 1.300
Al 0.040 0.070 0.100
A2 1.050 1.100 1.150
A3 0.625 0.650 0.675
b 0.360 0.500
b1 0.360 0.380 0.450
C 0.140 - 0.200
cl 0.140 0.150 0.160
D 2.865 2.870 2.875
E 2.650 2.800 2.950
El 1.600 1.620 1.640
e 0.925 0.950 0.975
el 1.850 1.900 1.950
L 0.400 0.450 0.500
L1 - 0.590 -
L2 - 0.250 -
P 0.100 - -
P1 0.100 - 0.200
0 3.000 -- 7.000
01 7.000 9.000 11.000
02 8.000 10.000 12.000
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